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초 록 : Strip 강판의 코팅막의 밀착력 향상을 위하여 강판 표면의 에칭은 필수적이다. 본 연구에서는 대전류 이온원을 이
용하여 Strip 강판 에칭에 적용 가능한 장시간 사용 가능한 대전류 이온원의 개발과 고속 이온빔에칭 공정 조건을 개발하
였다. 대전류 이온원의 내구성 향상을 위하여 필라멘트등 이온원의 부품 개선을 통하여 장시간 사용 가능한 대전류 이온
원 개발하여 이온원의 내구성을 120hr 이상 확보하였다. 또한 이온원의 인출전극에 관한 기초연구 수행을 통해 11nm/s

(Si wafer 기준)이상의 고속 이온빔에칭 공정조건을 개발하였다.

1. 서론

산업의 발달과 고도화로 인하여 전자, 기계, 자동차, 철강등 모든 분야에서 고기능, 다기능 제품이 요구되고 있다. 철강분
야에서도 다른 산업과 마찬가지로 고강도, 고내식성등 여러 가지 다기능성의 특성이 요구되고 있다. 철강소재와 생산방법
의 변화로는 특성개선의 한계가 있기 때문에 Strip 강판의 경우 습식도금이나 PVD코팅 등을 적용하고 있는 실정이다. 코
팅 공정시 에칭의 경우 강판표면에 부착되어 있는 산화물층, 불순물을 제거하여 강판표면과 코팅층 사이의 밀착력을 향상
을 위하여 코팅전 전처리로 사용되고 있다. 에칭의 경우 Strip 강판의 연속코팅공정 특성상 장시간의 연속 에칭시간은 필
수이고 높은 에칭율의 확보가 전체 Strip 강판 코팅 공정속도와 연관관계를 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는 Strip 강판 
에칭에 적용가능한 장시간 연속 에칭공정이 가능한 대전류 이온원을 개발하고 고속 이온빔 에칭 공정 조건을 연구하는 것
이다.

2. 본론

본 연구에서는 3개의 전극(음극전극/감속전극/가속전극)을 가지는 대전류 DuoPIGatron 이온원으로 실험을 진행하였으며 
장시간 사용을 위하여 이온원의 부품을 개선하였다. 이온원에서의 플라즈마 발생을 위한 전자방출원인 필라멘트의 경우 
크기와 형상을 변화시켜 장시간 사용이 가능한 필라멘트를 제작하였다. 그리고 전극 사이 절연체로 사용되는 세라믹부품
의 절연파괴를 방지하기 위해서 전극부의 형상을 변화시켜 장시간 세라믹 부품이 절연 가능하도록 하였을 뿐만 아니라,

음극전극의 재질과 형상을 변화시켜 장시간 사용시 내구성을 확보하였다. 개발된 대전류 이온원의 빔 전류와 빔형상은 전
장 형태의 Faraday Cup을 이용하여 측정하였다. 가속 에너지와 전극 형상, 이온원과 시편사이의 거리등을 변화시키면서 
에칭율을 측정하였다. 분석 후, 가속 에너지와 전류밀도가 증가함에 따라 에칭율은 증가하였고 이온원과 샘플간의 거리에 
따라 비례적으로 감소하였다.

Fig. 1. 장시간 사용을 위한 대전류 이온원 개발
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인출구 형상 : 11Hole
전류 밀도 : 416uA/cm2 
Energy : 20keV
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Fig. 2. 거리에 따른 에칭율 변화

3. 결론

장시간 연속 공정이 필요한 Strip 강판의 이온빔 에칭을 위하여 대전류 이온원의 부품 개선을 통하여 120hr이상 연속 이온
빔 에칭이 가능한 대전류 이온원을 개발 하였다. 개발된 대전류 이온원을 사용하여 가속에너지, 전류밀도, 거리등 공정조건
을 변화시켜 11nm/s(Si wafer 기준)이상의 이온빔 에칭이 가능한 최적공정 조건을 개발하였다. 현재 대면적 이온빔 에칭이 
가능한 대면적 대전류 이온원을 개발 중에 있다.




